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MEMS and Semiconductor 

Peripheral Instruments

株式会社 ナノテック 会社紹介



社史要約

 戦前・戦後 “精密技術のイノベーション99年史”

 1. 創業時（一業邁進） 1917年創業

 2. 大東亜戦争中・戦後 （復興期） 1941年～1955年

 3. 高度成長期 （業種転換期） 1955年～1965年

 高度成長期 “イノベーションの時代 半導体産業の黎明期”

 4. 半導体産業の黎明期 1965年以後

 4-1ディスクリート素子向け紫外線露光機（マスクアライナー）開発・製造

 4-2水晶発振子、光半導体、磁気センサー開発

 4-3 液晶(LCD) 電卓向け装置開発 1979年

 4-4青色LED、Ga-As素子製造装置開発

 4-5超LSI素子開発向けArFエキシマレーザー実験機

 近年 “マイクロメーターからナノメーターへ”

 5. ナノテクノロジーの時代

 5-1 MEMSデバイス開発向け装置に参入

 5-2 まったく新しいマイクロデバイス製造手法の研究1 マイクロコンタクトプリント法

 5-3 まったく新しいマイクロデバイス製造手法の研究2 ナノインプリント技術

 5-4 マイクロデバイス生産の新形態 ミニマルファブ
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1. 創業時 一業邁進

 創業1917年 （大正6年）

 創業地 東京市下谷区

大正10年頃の工場風景

 測量機械・製造工場

 数台の大型モーターをカウンターに
よりベルト掛けプーリーで10数台の
旋盤、 フライス盤、ボール盤を駆動
した。
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2. 大東亜戦争前・戦後 戦争は嫌だ！
 東京市北豊島郡西ヶ原町へ転出

 1929年（昭和4年） 滝野川本工場落成

 合資会社測英舎と改名

 東京都板橋区清水町（現在の泉町）

 1937年（昭和12年）板橋工場完成

 戦中： 1941年～1945年（昭和16年～
昭和20年）

 海軍指定工場 光学兵器製造

 1945年東京大空襲にて測英舎株式会
社に改称

 米国輸出が活性化 1955年

 トランシット輸出激増
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 脳外科手術用顕微鏡
1955年開発

 光学測定機

 原子力発電所向け
炉心棒位置測定装置

 人工衛星向け
1977年センサーアライメント装置

3. 高度成長期（業種転換期）
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写真提供：永島医科器械株式会社



 トランジスタ、ICなど半導体素子製造の回路

パターンを付ける工程で使用するマスクアラ
イナー（紫外線露光機）やスピンナー（薬液
塗布装置）を開発（1941年）

 初期のマスクアライナー

 国産初のスピンナー
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4. イノベーションの時代 半導体産業の黎明期

微細なパターンを作るにはスピンナーとマスクアライナーが必要



4-1ディスクリート素子、IC向けマスクアライナー
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【マスクアライナー】  ディスクリート素子とはトランジスタやダ
イオードのように単一の機能をもつ半導
体素子。

 ICはメモリーなど複数の機能の素子を1
チップにしたもの。

 大量生産するために素子基板サイズは
年々大きくなっていく。

 高性能化するために回路は年々微細
化（高集積度）していく。

 スピンナーも量産化のため回転ヘッド
数が多くなっていく。

 素子の多様化からシリコン等基板の表
裏両面にパターンを付けるなど多様な
要望が出てきた。

【スピンナー】

M型（1965年）、BS-65型（1968年）、BS-7型（1978年）

1H型、3H型、5H型
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4-2 水晶発振子、光半導体、磁気センサー開発

 高度成長期には水晶発振子、光半導体、高
周波素子、センサー、ハイブリッドICなど多種
多様な半導体デバイスが開発されました。

 中でも電力半導体、高周波素子、水晶発振
子などはウェハ表裏両面にパターンを露光す
る必要が出てきます。

 BSシリーズは国産初の両面同時露光マスク
アライナーです。（特許技術）

 特にBS-7型機は時代の要求とマッチし大ヒッ
ト商品になりました。
同構成の装置は現在でも活躍しています。

 試料表裏の2面から試料側面へのパターン
露光を含む3面同時露光、表裏左右側面の4

面同時露光マスクアライナーも開発して参り
ました。
現在ではサイコロのように6面同時露光まで
の特許を取得しております。

両面同時露光マスクアライナーの変遷



4-3 液晶電卓露光装置開発

M-200s 片面量産アライナー

写真提供：週刊現代、シャープ

 1973年、シャープ株式会社、世界初
の液晶表示電卓＜エルシーメイト
EL-805＞発売。世界中で大ヒット。

 １枚のガラス基板上に、液晶、
CMOS LSI、配線など計算機の全
機能を集約するCOS。
低消費電力で100時間駆動。

 この電卓の開発・製造には大型片
面露光装置M-200sが使われました。

 2005年、この電卓は 「米国IEEEマ

イルストーンアワード」に認定されま
した。
IEEEが電気・電子技術やその関連
分野における歴史的偉業に対して
認定する賞。
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4-4 青色LED、Ga-As素子製造装置開発

ＬＡ４１２ ＢＳ４２０

 1988年、青色LED製造向けセミオ
ートマスクアライナーLA412開発。
片面露光式。

 1990年、ガリウム-ヒ素（Ga-As）
LED製造向けセミオートマスクアラ
イナー開発。
両面同時露光式。

このLEDは赤外線発光で主に通信
用として使用されます。
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4-5 超LSI開発用ArFエキシマレーザー実験機

 1989年（平成元年）、理化学研究所

（和光）より、エキシマレーザー露光
実験装置の開発を受注。

 主な仕様
・マスクパターン転写精度：0.5μm
・ルモニクス製エキシマ光源
・発振波長 248nm KrF

193nm ArF
・パルス出力 0.2～1.0J 

 ガス雰囲気中で試料を直接レーザ
ー加工する装置。



12

近年 “マイクロメーターからナノメーターへ”

 1995年（平成7年）、社名を有限会社ナノテックに改名。
2001年（平成13年）、株式会社ナノテックに変更。

 2003年（平成15年）、株式会社三明（静岡市清水区）と業務提携。

 半導体デバイス生産用装置の開発と平行し、各種先端研究支援用カスタム装置の開発に注力。

主なクライアント

【国公立研究機関】

国立研究開発法人産業技術総合研究所（ASIT）

国立研究開発法人物質・材料研究機構内（NIMS）

国立研究開発法人理化学研究所（RIKEN）

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）

【大学・教育機関】

東京大学

東京大学生産技術研究所

大阪大学

大阪大学産業科学研究所

大阪大学先端科学イノベーションセンター

京都大学

東北大学

東北大学多元物質科学研究所

東京工業大学

名古屋大学

横浜国立大学

群馬大学

富山大学

山梨大学

静岡大学

和歌山大学

兵庫県立大学

早稲田大学

慶應義塾大学

立命館大学

同志社大学

東京女子医科大学

東京理科大学

東京電機大学

名城大学

拓殖大学

九州工業大学

大阪府立大学

甲南大学

大阪府立工業高等専門学校

神戸市立工業高等専門学校

和歌山工業高等専門学校

熊本高等専門学校

マレーシア工業大学（USM）

【民間企業】

アルバック

アルプス電気

エスアイアイ・プリンテック

カネカ

コニカミノルタ

シチズンホールディングス

シャープ

ソニー

ダイキン工業

ダイドー電子

パナソニック電工

ブラザー工業

旭化成

旭硝子

宮崎エプソン

京セラ

京セラクリスタルデバイス

三菱化学

住友化学

住友精化

住友大阪セメント

昭和電工

仙台ニコン

船井電機

創光科学

村田製作所

多摩川精機

大日本印刷

長野計器製作所

東レ

東洋電機製造

凸版印刷

日亜化学工業

日機装

日産化学工業

日本電産コパル電子

日本電信電話（NTT）

日立製作所

浜松ホトニクス

富士フイルム

富士通

富士電機

豊田合成

明電舎



5-1 MEMSデバイス開発向け装置
 試料裏面観察アライナーBA100シリーズ

 スプレーコーターDC110
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 産業技術総合研究所光技術研究部

門バイオフォトニクス グループ牛島

洋史先生との共同研究

 スタンプを重ね押しすることでマイク

ロデバイスを作る技術

 半導体、導体、絶縁体の機能性イン

クが開発される

 早く低コストにデバイス製造

 曲げられるディスプレイ、使い捨て無

線タグなど様々なデバイスに応用可

能

 2002年、初号機PA400開発

 マスクアライナー機能を持つPAシ

リーズ

 大面積、高精度に対応するMPシ

リーズ

5-2まったく新しいデバイス製造手法の研究1

 マイクロコンタクトプリント法（μＣＰ法）研究開発支援装置
 マイクロコンタクトプリンター PAシリーズ

 マイクロコンタクトプリンター MPシリーズ

PA400シリーズ

MP200シリーズ



15

 産業技術総合研究所次世代半導体

研究センター廣島洋先生との共同

研究

 予め微細加工された石英モールド

（型）を樹脂に押し付けることでナノ

オーダーの成形ができる技術

 半導体などの電子デバイス、光デバ

イス、記録メディア、化学・バイオデバ

イス、MEMS など産業機械への応用

が期待されています

 早く低コストにデバイス製造

 2005年、実験装置MarkⅢ開発

 2007年、市販装置ImpFlex開発

5-3まったく新しいデバイス製造手法の研究2

 ナノインプリント技術研究開発支援装置
 光ナノインプリント実験装置 MarkⅢ

 ImpFlex（インプレックス）シリーズ

Mark Ⅲ

MP200シリーズ
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 産業技術総合研究所エレクトロニク

ス研究部門先端シリコンデバイスグ

ループ原史朗先生との共同研究

 ミニマルファブは極小規模の半導体

製造工場。

 少量の半導体チップを低コスト且つ

短時間に製造可能。設備投資額は

従来のメガファブの1/1000。

 クリーンルーム不要。普段着＆オフィ

スでデバイス生産、研究ができる。

 処理工程毎に30cm幅の小型装置を

設置。

 2008年、ウェハ搬送ドッキング実験

機の開発

 2010年、PLADシステム開発。

5-4 マイクロデバイス生産の新形態

 ミニマルファブ
 ウェハ搬送ドッキング実験機

 PLAD ウェハドッキングポート

ウェハ搬送ドッキング実験機

PLAD ウェハドッキングポート
セミコンJapan 2013 写真提供：産業技術総合研究所

産総研モデルルーム 写真提供：日本経済新聞



ウェブサイト リニューアル 2016年11月

http://www.nanotech-inc.co.jp/

 または「ナノテック板橋」を検索


